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United Silicon Carbide製SiC JFET Cascode (UJC1206K) 
 Si Trench MOSFETの構造解析、プロセス解析レポート 
2017年9月、株式会社エルテックはUnited Silicon Carbide製SiC JFET Cascode(UJC1206K)に 

搭載されているSi Trench MOSFETの構造解析、プロセス解析レポートをリリースしました。 

Package  搭載チップ 

提供価格（税別）  

 構造解析レポート          ¥400,000 

 プロセス解析レポート           ¥400,000 

UJC1206Kは、Normally-on  SiC-JFETとSi MOSFETがパッケージ化された 

SiC JFET Cascodeの製品になります。主な用途は、EV充電器、PVインバータ、 

スイッチング電源等。 

このSi MOSFETは、トレンチゲート型の低耐圧トランジスタで、カスコード動作の 

クランプ電圧として機能しています。 

 

構造解析レポートでは、トランジスタやパッケージの構造や材料について解析しています。 

プロセス解析レポートでは、構造解析レポートの結果を基に製造プロセスフローの推定や、 

トランジスタRON特性を解析しています。 

Si Trench MOSFET 
    (解析対象)  

SiC JFET 

Si MOSFET  

SiC JFET 

※ JFETの構造/プロセス解析についても 
  当社解析済で販売しております 
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